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Die Erfindung betrifft eine AM-Flussigkristallanzeige, be- 
stehend a us 

- einer AM-Diodenanordnung 

- einem Paar paralleler Substrate und einem zwischen dem 
Paar Substraten angeordneten nematischen flussigkristalli- 
nen Medium, das auf 

a) einer Komponente A aus einer oder mehreren Verbindun- 
gen der Formal I 



b) einer Komponente B aus einer oder mehreren Verbindun- 
gen der Formal tl 

p- — F F 




bastert, worin 

#. **. -(fy-® — © — ©-• 

O, X, L 1 , L 2 , m, n und o die in Anspruch 1 angegebene 
Bodeutung besitzen. 



Die folgenden Angaben slnd den vom Anmolder eingereichten Unteriogon ontnommon 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine AM-Anzeige (aktive Matrix), insbesondere eine MIM-Flussigkristall- 
anzeige (MetalMsolator-Metalldiodeadressierte Matrix) sowie ein in dieser Anzeige verwendetes nematisches 
5 fliissigkristallines Medium, 

Fliissigkristalle werden vor alien als Dielektrika in Anzeigevorrichtungen verwendet, da die optischen Eigen- 
schaften solcher Substanzen durcn eine angelegte Spaoffung beeinfluBt werden kdnnen. Elektrooptische Vor- 
richtungen auf der Basis von Flussigjcristallen sind dem Fachmann bestens bekannt und konnen auf verschiede- 
nen Effekten beruhen. Derartige Vorrichtungen sind z. B. Zellen mit dynacnischer Streuung, DAP-Zellen (Defor- 

io mation aufgerichteter Phasen), GastiWirt-Zeilen, TNrfcellen mit verdrillt nematischer Struktur, STN-Zellen 
("supertwisted nematic"), SBE-Zellen ('superbirefringence effect") und OMI-Zeil en ("optical mode interference"). 
Die gebrauchlichsten Zellen beruhen auf dem Schatt-Helfrich-Effekt und besitzen eine verdrillt nematische 
Struktur. % \ 

Die FlUssigkristallmaterialien mttssen eine gute chemische und thermische Stability und eine gute Stability 

is gegenQber elektrischen Feldern und elektrbmagnetischer Strahlung besitzen. Ferner sollten die. Flttssigkristall- 
materialien eine niedrige Viskositat aufweisen und in den Zellen kurze Ansprechzeiten, tief e Schwellenspannun- 
gen und einen hohen Kontrast ergeben. WeiWhin^sollten sie bei Ublichen Betriebstemperaturen, d. h. in einen 
mdglichst breiten Bereich oberhalb und unterhalb Raumtemperatur, eine geeignete Mesophase besitzen, bei- 
spielsweise fQr die oben genannten Zellen eine nematische oder cholesterische Mesophase. Da Fltissigkristalle in 

20 der Regel als Mischungen mehrerer Komponenten zur Anwendung gelangen, ist es wichtig, daB die Komponen- 
ten untereinander gut mischbar sind. Weitere Eigenschaften, wie die elektrische Leitf&higkeit, die dielektrische 
Anisotropic und die optische Anisotropic, mttssen je nach Zellentyp und Anwendungsgebiet unterschiedlichen 
Anforderungen genugen. Beispielsweise sollten Materialten fur Zellen mit verdrillt nematischer Struktur eine 
positive dielektrische Anisotropic und eine geringe elektrische Leitfahigkeit aufweisen. 

25 Beispielsweise sind fur Matrix-FlQssigkristallanzeigen mit integrierten nichtlinearen Elementen zur Schaltung 
einzelner Bildpunkte (MFK-Anzeigen) Medien mit groBer positiver dielektrischer Anisotropic breiten nemati- 
schen Phasen, relativ niedriger Doppelbrechung, sehr hohem spezif ischen Widerstand, guter UV- und Tempera- 
turstabilitat des Widerstands und niedrigem Dampfdruck erwQnscht 
Derartige MIM-Anzeigen Q.G. Simmons, Phys. Rev. Band 155, Nr. 3, Seiten 657 —660; K. Niwa et al* SID 84 

30 Digest, Seiten 304— 307, Juni 1984] eignensich insbesondere fur TV- Anwendungen(z. B.Taschenfernseher)oder 
filr hochinformative Anzeigen fur Rechneranwendungen (Laptop) und im Automobil- und Fiugzeugbau. Neben 
Problemen hinsichtlich der Winkelabhingigkeit des Kontrastes und der Schaltzeiten resultieren bei MIM-An- 
zeigen Schwierigkeiten bedingt durch nicht ausreichend hohen spezifischen Widerstand der FlOssigkristallmi- 
schungen. Mit abnehmendem Widerstand verschlechtert sich der Kontrast einer MIM-Anzeige und es kann das 

35 Problem der "after image illumination 1 ' auftreten. Da der spezifische Widerstand der Flussigkristallmischung 
durch Wechselwirkung mit den inneren Oberflachen der Anzeige im allgemeinen ttber die Lebenszeit einer 
MIM-Anzeige abnimmt, ist ein hoher (Anfangs)- Widerstand sehr wichtig, urn akzeptable Standzeiten zu erhal- 
ten. Insbesondere bei low- volt- Mischungen war es bisher nicht mdglich, sehr hohe spezifische Widerstiinde zu 
realisieren. Weiterhin ist es wichtig, daB der spezifische Widerstand eine mdglichst geringe Zunahme bei 

40 steigender Teraperatur sowie nach Temperatur- und/oder UV-Belastung zeigt Die MIM-Anzeigen aus dem 
Stand der Technik genugen nicht den heutigen Anforderungen. 

Ein schwieriges Problem bei der Herstellung des Paneels einer MIM-Diode-adressierten MatrixflQssigkristall- 
anzeige, das eine Vielzahl Rasterelektroden aufweist, besteht darin, die parallel zu den MIM-Dioden auftreten- 
den Streukapazitaten zu verringera. Bei zu groBer Kapazitat im Vergleich mit der Kapazitat des mit der 

45 MIM-Diode zu adressierenden Pixels, ist eine hdhere Adressterspannung erforderlich. Damit die Spannung an 
den Pbcel konstantgehalten werden kann, wenn das Pixel sich im nicht gewahlten Zustand befindet, muB 
auBerdem die Kapazitit der MIM-Dioden gegenttber jener der Pixel klein sein, da sonst an den Pixeln der nicht 
gewahlten Bildzeile unerwunschte Spannungen entstehen, da viele Pbcel in der gletchen Elektrode verbunden 
sind 

so Eine mogliche L£$ung dieses Problems besteht darin, eine besondere Sandwichstruktur, die sogenannte 
"seitliche MIM-Diode M [S. Morozumi et al, Japan Display '83, Seiten 404—407, 1983], zu verwenden. 

Ein anderer Losungsansatz f Or dieses Problem besteht in der Anwendung flQssigkristalliner Medien mit relativ 
hohen Kapazit&ten. Bisher konnten flQssigkristalline Medien mit ftir die praktische Anwendung erforderlichen 
Werten fur Doppelbrechung und Phasenbereich (z. B. Klarpunkt: £: 700) nur mit relativ niedrigen Kapazitaten 

55 der flttssigkristallinen Medien hergestellt werden, sofern auf Werte um ca. 98% fflr die Holding Ratio unter 
extremen Bedingungen (z. B. nach UV-E 2 Einwirkung) Wert gelegt wurde. 

Es besteht somit immer noch ein groBer Bedarf an MIM-Anzeigen mit sehr hohem spezifischen Widerstand 
und hohen Kapazitaten bei gleichzeitig groBem Arbeitstemperaturbereich, kurzen Schaltzeiten und niedriger 
Schwellenspannung, die diese Nachteile nicht oder nur in geringem MaBe zeigen. 

60 Bei TN(Schadt-HeIfrich)-Zellen sind Medien erwiinscht, die folgende Vorteile in den Zellen ermdglichen: 

— erweiterter nematischer Phasenbereich (insbesondere zu tiefenTemperaturen) 

— Schaltbarkeit bei extrem tief en Temperaturen (outdoor use, Automobil, Avi nik) 

— Erhohte Bestandigkeit gegenQber UV-Strahlung (langere Lebensdauer). 

65 

Mit den aus dem Stand der Technik zur VerfOgung stehenden Medien ist es nicht moglich, diese Vorteil unter 
gleichzeitigem Erhalt der Qbrigen Parameter zu realisieren 
Aus der intemationalen Paten tanmeldung WO 93/01253 sind MIM-Anzeigen bekannt, die aus einer Kompo- 
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nente A mit positiver dielektrischer Anisotropic und einer Komponente B mit negativer dielektrischer Anis tro- 
pie bestehen, die sich aus 2,3-Difluorphenylestern, 2,3-Difluorphenylethern oder 2,3-Difluortolanen zusammen- 
setzt Diese Mischungen zeigen vergleichsweise hohe Werte far die Schwellenspannung und niedrige Voltage 
Holding Ratios nach Einwirkung von UV-Strahlung. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Bereitstellung von Medien insbesondere fOr derartige MIM-Anzei- 5 
gen, dJidie obengenannten Nacjiteile nicht oder nur in geringem MaQe und vorzugsweise gleichzeitig sehr hohe 
spezifische WiderstSnde urid fuedrige Schwellenspannungen aufweisen. 

Es wuWe jetzt gefunden, da& diese Aufgabe geldst werden kann, wenn man in Anzeigen erfindungsgemaBe 
Medien verwendet ' 

Die Erfifrdung betrifft eine AM-Flfissigkristallanzeige, bestehend aus 10 

— einer AM-Dioden Jiordnung 

— eineni' Paar paralleler Substrate und einem zwischen dera Paar Substraten angeordneten nematischen 
flfissigkristallinen Medium, das auf 

a) einer Kompdnente A mit positiver dielektrischer Anisotropic aus einer oder mehreren Verbindun- 15 
genderiFormeJI 

V 




20 



25 



worin 

R l Alkyl, Alkyioxy, Alkenyloxy, OxaalkyI oder Alkenyi mi 1 1 bis 1 5 C- Atomen, 

Q CF2, OCF2, OCFH, OCH2CFH, OCHFCFt, OCF2CF2 oder eine Einf achbindung, 30 
XFoderCl 

Z l und Z 2 jeweils unabhfingig voneinander -CaC-, -COO—, — CH2CH2- oder eine Einfachbin- 
dung 




jeweils unabh&ngig voneinander 




45 



L 1 , L 2 , L 3 und L 4 jeweils unabhdngig voneinander H oder F und 
m 0 oder 1 bedeuten, 

b) einer Komponente B mit negativer dielektrischer Anisotropic basiert, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB die Komponente B aus einer oder mehreren Verbindungen der Formel II 




besteht, worin 

R 2 die Bedeutung von R 1 besitzt, 

R 3 die Bedeutung von R 1 oder X— Q besitzt, 

und 
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jeweils unabhangig voneinander 



V 

V 



L^und L 6 jeweils unabt&ngig voneinander H oder F, 
io n.toder2und 

m 0 oder 1 bedeutea 

* Die Erf indung betriff t ein nematisches FlUssigkristallmedtum der obengenannten Zusammensetzung. 
\ Durch die erfindungsgemaBe AM-FlQssigkristallanzeige wird eine deutiiche Ausdehnung des zur VerfQgung 
;stehenden Parameterraums erm6glicht 
is jf Die erzielbaren Kombinationen aus Ktirpunkt, Viskositat bei tiefer Temperatur, thermischer und UV-Stabili- 
tit und dielektrischer Anisotropic bzw. Schweilenspannung Qbertreffen bei weitem bisherige Materialien aus 
dem Stand der Technik. 

Die Forderung nach hohem Kl&rpunkt, nematischer Phase bei -40°C sowie einem mittleren Ae und einem 
hohen Wert fur Ax konnte bislang nur unzureichend erftillt werden. Systeme wie z. B. die aus der WO 93/01263 
20 bekannten weisen zwar vergleichbaren Klarpunkt und vergleichbar gunstige Viskosititen auf, besitzen jedoch 
ungenUgende Eigenschaften hinsichtlich der Zeitkonstanten der Spannungsabschwachung und Stabiiitit des 
elektrischen Stroms bei Temperatur- und Feuchtigkeitstests. 

Andere Mischungssysteme besitzen vergleichbare Viskositaten und Werte von Ae, weisen jedoch nur KlSr- 
punkte im Bereich von 60° C auf. 
25 Die erfindungsgemaBen Fllissigkristallmischungen ermSglichen es, niedrige Viskositaten bei tiefen Tempera- 
turen (bei -20°C < 400, vorzugsweise £ 350 ram 2 /s; bei -30°C < 800, vorzugsweise < 700 mm 2 /s) und 
gleichzeitig dielektrische Anisotropiewerte ex, ^ 2,5, Ac vorzugsweise £ 2,0, vorzugsweise etwa 2 bis 10, 
insbesondere 3 bis 7, KJarpunkte oberhalb 65°, vorzugsweise oberhalb 85°, und einen hohen Wert fUr den 
spezifischen Widerstand zu erreichen, wodurch hervorragende AM-Anzeigen erzielt werden k6nnen. 
30 Es versteht sich, daB durch geeignete Wahl der Komponenten der erfindungsgemaBen Mischungen auch 
hdhere Klarpunkte (z. B. oberhalb 90°) bei hdheren Schwelienspannungen oder niedrigere Klarpunkte bei 
niedrigeren SchweUenspannungen unter Erhalt der anderen vorteilhaf ten Eigenschaften realisiert werden kdn- 
nen. Die erfindungsgemaBen AM-Anzeigen arbeiten vorzugsweise im ersten Transmissionsminimum nach 
Gooch und Tarry [CJi Gooch and HA. Tarry, Electron. Lett 10, 2-4, 1974; CH. Gooch and HA. Tarry, AppL 
35 PhySn Band 8, 1575—1584, 1975J wobei hier neben besonders gunstigen elektrooptischen Eigenschaften wie z. B. 
hohe Steilheit der Kennlinie und geringe Winkelabhangigkeit des Kontrastes (DE-PS 30 22 818) bei gleicher 
Schweilenspannung wie in einer analogen Anzeige im zweiten Minimum eine kleinere dielektrische Anisotropic 
ausreichend ist Die optische Weglange d* An der erfindungsgemaBen AM-Anzeigen liegt zwischen 0,35 und OA 
vorzugsweise zwischen 035 und 0,45. Hierdurch lassen sich unter Verwendung der erfindungsgemaBen Mischun- 
40 gen im ersten Minimum deutlich hdhere spezifische Widerstande verwirklichen als bei Mischungen mit Cyanver- 
bindungen. Der Fachmann kann durch geeignete Wahl der einzelnen Komponenten und deren Gewichtsanteiie 
mit einfachen Routmemethoden die fOr eine vorgegebene Schichtdicke der MIM-Anzeige erforderliche Doppel- 
brechung einstellen. 

Die Doppelbrechung der erfindungsgemaBen Medien betragt vorzugsweise < 0,100, insbesondere £ 0,090. 
45 Die Viskositat bei 20°C ist vorzugsweise ^ 20 mPa-s. Der nematische Phasenbereich ist vorzugsweise 
mindestens 90°, insbesondere mindestens 110°. Vorzugsweise erstreckt sich dieser Bereich mindestens von 
-40° bis +80°. 

Messungen der "Capacity Holding Ratio" (HR)[S. Matsumoto et at, Liquid Crystals 5, 1320 (1989); K. Niwa et 
al, Proa SID Conference, San Francisco, Juni 1984, S. 304 (1984); G. Weber et aL, Liquid Crystals 5, 1381 (1989)] 
50 haben ergeben, daB erfindungsgemaBe Mischungen enthaltend Verbindungen der Formel II eine deutlich 
geringere Abnahme der HR mit steigender Temperatur aufweisen als analoge Mischungen, bei denen die 
Verbindungen der Formel II durch Ester, Ether oderToIane der Formel 




mit Z gleich —COO—, — CH 2 0— oder -CaC- und o gleich 0 oder 1 ersetzt sind 

Die UV-Stabilitat der erfindungsgemaBen Mischungen ist benfalls deutlich besser, d h. sie zeigen eine 
wes ntlich geringere Abnahme der HR bei Einwirkung von UV-Strahlung. 
65 Die erzielt n Schwelienspannungen Vto/(V20 sind im allgemeinen < 2,55 Volt und bevorzugt im Bereich von 1,8 
bis 2,4 Volt 

Vorzugsweise basieren die erfindungsgemaBen Medien auf raehreren (vorzugsweise zwei oder mehr) Verbin- 
dung n der F rmel I, d h. der Ant il dies r Verbindungen ist £ 25%, vorzugsw ise > 40%, insbesondere 40 bis 
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96%. ... 

Die Einzelverbindungen der Formeln I und II und ihrer Teilformeln, die in erfindungsgem&Ben Medien 
verwendet werden konnen, sind entweder bekannt oder Iassen sich analog zu bekannten Verbindungen herstel- 
len. 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen sind im folgenden angegeben: 5 

f~ - r _ Medium enthait eine oder mehrere Verbindungen ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus deir^ " 

allgeraeinen Formeln la bis Ii: \ ; 



\ 
\ 



V 
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F 



— Medium nthalt eine oder mehrere Verbindungen ausgewahlt aus der Gruppe best hend aus 
allgemeinen Formeln Ha bis lib 
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5 



10 



Es wurde gefunden, daB bereits ein relativ gesringer <Anteil an Verbindungen der Fonneln I und II im Gernisch 
mit ublichen Flussigkristallmaterialien zu einer dejitlfchen Verbesserung der Adressierzeiten und zu niedrigen 
Schwellenspannungen fiihrt, wobei gleichzeitig breite nematische Phasen mit tiefen Obergangstemperaturen 
smektisch-nematisch beobachtet werden. 

Der Ausdruck "Alky!" der Reste AlkyI und AJkoxy umfafit geradkettige und verzweigte Alkylgruppen mit 20 
1—7 Kohlenstoffatomen, insbesondere die geradkettigen Gruppen Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, 
Heptyl, Octyl, Nonyl und Decyl sowie die entsprechenden Alkyloxygruppen. Gruppen mit 2—5 Kohlenstoffato- 
men sind im allgemeinen bevorzugt 

Der Ausdruck "AikenyF der Reste Alkenyl und Alkenyloxy umfafit geradkettige und verzweigte Alkenylgrup- 
pen mit 2—7 Kohlenstoffatomen, insbesondere die geradkettigen Gruppen* Als Alkenyigruppen sind 25 
C 2 — C 7 -1E-Alkenyl, C4— Cr3E-Alkenyi, Cs— C 7 -4-Alkenyl, Ce—Cr-S- Alkenyl und Cr-6-Alkenyl, insbesondere 
C2—C7- IE- Alkenyl, C4—C7-3E- Alkenyl und C5— C7-4-AIkenyl und die entsprechenden Alkenyloxygruppen be- 
vorzugt Beispiele bevorzugter Alkenyigruppen sind Vinyl lE-Propenyl IE-Butenyt lE-Pentenyl, lE-Hexenyl, 
tE-Heptenyl, 3-Butenyl, 3E-Pentenyl, 3E-Hexenyl, 3E-HeptenyI, 4-Pentenyl, 4Z-Hexenyl 4E-Hexenyl, 4Z-Hep- 
tenyl, 5-Hexenyl, 6-Heptenyl und dergleichen. Gruppen mit bis zu 5 Kohlenstoffatomen sind im allgemeinen 30 
bevorzugt 

Durch geeignete Wahl der Bedeutungen von R 1 , R 2 R 3 , 




35 



Z 1 , Z 2 , L 1 , L 2 , Q und X kdnnen die Adressierzeiten, die SchweUenspannung, die Steilheit der Transmissionskennli- 
nien eta in gewOnschter Weise eingestellt werden. Beispielsweise ftthren lE-Alkenylreste, 3E-Alkenylreste, 
2E-Alkenyloxyreste und dergleichen in der Regel zu kurzeren Adressierzeiten, verbesserten nematischen Ten- 40 
denzen und einem hdheren Verhaltnis der elastischen Konstanten IC33 (bend) und kit (splay) im Vergleich zu 
Alkyl- bzw. Atkoxyresten. 4-Alkenyireste, 3-Alkenylreste und dergleichen ergeben im allgemeinen tiefere 
Schwellenspannungen und kleinere Werte von k33/kn im Vergleich zu Alkyl- und Alkoxyresten. Eine Gruppe 
— CH2CH2— in Z 1 bzw. 2? filhrt im allgemeinen zu hdheren Werten von kzz/ku im Vergleich zu einer einfachen 
Kovaienzbindung. Hdhere Werte von ksi/ki t ermogtichen z. B. ftachere Transmissionskennlinien in MIM-Zetlen. 45 

Die optimalen Mischuiigsverhaltnisse der Verbindungen der Formeln I und II hangen weitgehend von den 
gewunschten Eigenschaf ten, von der Wahl der Komponenten der Formeln I und II und von der Wahl weiterer 
gegebenenfalls vorhandener Komponenten ab. Geeignete Mischungsverha*ltnisse innerhalb des oben angegebe- 
nen Bereichs kdnnen von Fall zu Fall leicht ennittelt werden. 

Die Gesamtmenge an Verbindungen der Fonneln I und II in den erfindungsgema&en Mischungen ist nicht 50 
kritisch. Die Mischungen kdnnen daher eine oder mehrere weitere Komponenten enthaiten zwecks Optimie- 
rung verschiedener Eigenschaften. Der beobachtete Effekt auf die Adressierzeiten und die SchweUenspannung 
ist jedoch in der Regel urn so grdBer je hdher die Gesamtkonzentration der Verbindungen der Formeln I bis II 
ist 

In einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform enthaiten die erfindungsgemaflen Medien Verbindungen 55 
der Formel I, worin Q— X CF$, OCF3 oder OCHF2 bedeutet Ene gOnstige synergistische Wirkung mit den 
Verbindungen der Formel I, worin Q— X F bedeutet fuhrt zu besonders vorteilhaften Eigenschaften. 

Die erfindungsgemafien Medien kdnnen ferner eine Koraponente C enthaiten bestehend aus einer oder 
mehreren Verbindungen der allgemeinen Formel III mit einer dielektrischen Anisotropic von — 1,5 bis + 1,5 




65 



worin 
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R 4 und R 5 jeweils unabhangig voneinander n-Alkyl, n-Alkoxy, o-Fluoralkyl der n- Alkenyl mit bis zu 9 Kohlen- 
stoffatomen, 

die Ringe A 5 , A 6 und A 7 jeweils unabhangig voneinander 1,4-Phenylen, 2- oder 3-Fluor-l,4-phenylen, trans- 
1,4-Cyclohexylen oder 1,4-Cyclohexenylen, 

Z 1 und Z 2 jeweils unabhangig voneinander — CH2CH2— » -CaC- , — CO— O— , — O— CO— oder eine Ein- 
fachbindire und 

mO t l der 2 bedeuten. , f" : " 

Komponeuite C enthalt vorzugsweise eine oder mehrere Verbindungen ausgewahlt aus der Gruppe bestehend 
ausIIIlbislU3: 1 




worin R 4 und R 5 die unter Forme! Ill angegebene Bedeutung aufweisen. 

Ferner enthalt Komponente C vorzugsweise zusatzlich eine oder mehrere Verbindungen ausgewahlt aus der 
Gruppe bestehend aus III4 und III5: 




worin R 4 und R 5 die unter Formel III angegebene Bedeutung aufweisen und die 1,4-Phenyiengruppen in III4 bis 
III5 jeweils unabhangig voneinander auch ein- oder mehrfach durch Fluor substituiert sein kdnnen. 
In einer bevorzugten Ausfuhrungsform besteht die erfindungsgemaMJe Zusammensetzung im wesentiichen aus 

75 —95% von mindestens f unf Verbindungen der Formel I, 

3— 15% von mindestens einer Verbindung der Formel H sowie 

5— 15% von mindestens einer Verbindung der Formel III, insbesondere 

80 —90% von mindestens f unf Verbindungen ausgewahlt aus den Formeln la bis Ii, 

3—10% von mindestens einer Verbindung der Formel II und 

5— 10% von mindestens einer Verbindung der Formel III1. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfttiirungsform bestehen die erftndungsgemaBen Medien im wesentiichen 
aus 

a) mindestens einer Verbindung der Formel la, 

b) mindestens drei Verbindungen ausgewihlt aus den Formeln lb, Ic, Id und le, 

c) mindestens einer Verbindung ausgewahlt aus den Formeln Ig und In, 

d) mindestens einer Verbindung der Formel Ha oder lib und 

e) mindestens einer Verbindung der Formel 1111 oder 1112. 

Der Aufbau der erfindungsgemaBen MIM-Anzeigen aus Polarisatoren, Elektrodengrundplatten und Elektro- 
den mit Oberflachenbehandlung entspricht der ftir derartige Anzeigen ttblichen Bauweise. Dabei ist der Begriff 
der ablichen Bauweise hier weit gefaBt und umfaBt auch alle Abwandlungen und Modification n der MIM-An- 
zeige, insbesondere auch seitliche MIM. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den erfindungsgemaBen Anzeigen und den bisher ublichen auf der 
Basis der verdrillten nematischen Zelle besteht jedoch in der Wahl der Fiassigkristallparameter in der Flttssigkri- 
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stallschicht* 

Die Herstellung der erfindungsgeraSQ verwetidbaren RUssigkristallmischungen erfolgt in an sich iiblicher 
Weise. In der Regel wird die gewOnschte Menge der in geringerer Menge verwendeten Komponenten in den 
den Hauptbestandteil ausmachenden Komponenten geldst, zweckmaflig bei erhohter Temperatun Es ist auch 
mfiglich, L6sungen der Komponenten in einem organischen LSsungsmittel, z. B, in Aceton, Chi roforrn oder 5 
Methanol, zu mischen und das Losungsmittel nach Durchmischung wieder zu entfernen, beispielsweise durch 
Destination. 

Die Dielektrika konnen auch weitere, dem Fachmann bekannte und in der Literatur beschriebene Zusatze 
enthalten. Beispielsweise konnen 0—15% pleochroitische Farbstoffe oder chirate Dotierstoffe zugesetzt wer- 
den. 10 
\ C bedeutet eine kristalline, S eine smektische, Sb eine B-, N eine nematische und I die isotrope Phase. 
\ Vj 0 bedeutet die Spannung fur 10% Transmission (Blickrichtung senkrecht zur Plattenoberfl&che). ton be- 
zeichnet die Einschaltzeit und toff die Ausschaltzeit bei einer Betriebsspannung entsprechend dem 2,5fachen 
/Wert von VW An bezeichnet die optische Anisotropic und no den Brechungsindex. Ab bezeichnet die dielektri- 
/ sche Anisotropic Ae » e||-6j_, wobei e|| die Dielektritzitatskonstante parallel zu den Molekulliingsachsen und si 15 
* ^ die Dielektrizitatskonstante senkrecht dazu bedeutet. Die elektrooptischen Daten wurden in einer TN-Zelle ira 
V v 1. Minimum (d. h. bei einem d- An- Wert von 0,5 mm) bei 20° C gemessen, sofern nicht ausdrttcklich etwas anderes 
angegeben wird. Die optischen Daten wurden bei 20* C gemessen, sofern nicht ausdrilcklich etwas anderes 
angegeben wird 

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung eriautern, ohne sie zu begrenzea Vor- und nachstehend sind alle 20 
Temperaturen in Grad Celsius angegeben. Alle Prozentangaben bedeuten Gewichtsprozent 

In der vorliegenden Anmeldung und in den folgenden Beispielen sind die Strukturen der FlUssigkristallverbin- 
dungen durch Acronyme angegeben, wobei die Transformation in chemische Formeln gemaB folgender Tabelle 
A erfolgt Die in der Tabelle A aufgefilhrten Strukturen stellen bevorzugte Komponenten der erfmdungsgem&- 
Ben nematischen Medien dar. Alle Reste CnH2n + 1 sind geradkettige Alkylreste mit n bzw. m Kohlenstoff atomen. 25 
In Tabelle A ist nur das Acronym fttr den Grundkttrper angegeben. Im Einzelfall folgt, getrennt vom Acronym 
fur den Grundkdrper, mit einem Strich ein Code fur die Substituenten R 1 , R 2 , L l , I? und L 3 . 
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Cod« for 

n 9 * 1 

L # L 3 




R 2 




L 2 


r, 3 


5 
















sa 






H 




B 




nOm 






B 


B 


B 




nO.m 


0C An^l 




H 




B 


10 


n 




CH 


R 




B 




nK.P 




Of 


H 


F 


B 




nF 




F 


H 


' B*, 


B 


15 


aOF 




F 


K 


B \ 


B 




nCl . 




CI 


B 


B 


i H 




nF.F 




F 


B 


F 






- nOmFF 






F 


F 


B 


20 


noF 






F 


B 


B 




nCF 3 


c Jha*l 


CF } 


B 


B 


a 




&OCF 3 




OCF3 


B 


B 


B 


25 


nOCF 2 




OCHF 2 


B 


B 


B 




nS 




NCS 


B 


B 


B 




rV«H 




N 


B 


B 


B 




rBflBT 


C r H 2r4l -0-C 2 K 2 .- 


CH 


B 


B 


B 


30 


nNf 




CH 


F 


B 


B 










B 


B 


B 




nF.F.F 




F 


B 


F 


F 


JO 


nCl-F.F 




CI 


B 


F 


F 




aCF 3 . F.F 




CF 3 


B 


F 


F 




HOCF3.F.F 


C W H 2n+l 


OCF3 


B 


F 


F 




&OCF 2 »F.F 




OCHF 2 


B 


' F 


F 


40 


aOCF 3 .F 




OCF, 


B 


F 


B 



45 



50 



55 



60 



65 

i 
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TabelleA 

BCH CBC \ 10 




R 1 — ^O^— COO— ^^\-R* R, -{»^-\i)- R, 
V V 
ME PCH 

BECH EBCH 

F L 1 L* / 

F L* 

CUP CBOnmF 



15 



CCH 

R , -(Hy-^H^--COO-^0^-R J R*-(h^COO— ^-R 1 

CP D 

ECCP CECP 

R 1 — (h^C^— ^oVr* R'— ^Hy-{o)-C0O--^O^-R , 

L' L * . 40 

EPCH HP 
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Beispiet 1 

Eine MIM-Anzeige enthalt das folgend flOssigkristalline Medium und besitzt folgende elektrooptische Eigen- 
schaften: 



10 



15 



20 



PCH-7F 

PCH-302 

CCP-2OCF3 

CCP-3OCF3 

CCP-4OCF3 

CCP-5OCF3 

BCH-3F.F 

BCH-5F.F 

CP-3OCF3 

CP-5OCF3 

ECCP-3F.F 

ECCP-5F.F 

CCP-30CFZF.F 

PCH-302FF 

PCH-502FF 



44% 

7% 

m 

6% 

6% 
70/0 
7% 
5% 
50/0 
10% 
10% 
3% 
3% 
3% 



V 



25 



30 



T(mj) - 88°C 
An - 0,0872 

Viskositfit (20 D C): 16 mm 2 /s 
Viskositfit (0°C): 47 mm 2 /s 
Ae = +43 
ex » 3,7 
Vio = 2,12 V 
V 9 o = 3,10 V 
H.R.(100°C) = 96% 



35 



40 



45 



50 



Beispiel 2 



PCH-7F 6% 

PCH-302 7% 

CCP-2OCF3 7% 

CCP-3OCF3 7% 

CCP-4OCF3 6% 

CCP-5OCF3 6% 

BCH-3F.F 7% 

BCH-5F.F 7% 

CP-3OCF3 5% 

CP-SOCFa 5% 

ECCP-3FJ 7 10% 

ECCP-5FP 10% 

CCP-30CF2.F.F 3% 

PCH-302FF 7% 

PCH-502FF 7% 



T(N,I) - 90°C 
55 An = 0,0916 

Viskositat m llmm 2 /s 

Ac - +4,2 

ex « 4,0 

V 10 = 2^V 
60 V 90 =-3,2V 



65 
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Beispiel3 



PCH-7F 

PCH-302 

CCP-30CF3 

CCP-3(fcF 3 

CCP-40^p 3 

CCP-50CF3 

BCH-3F.FY 

BCH-5FP 

CP-30CF3 % 

CP-50CF3 

ECCP-3FJ 7 

ECCP-5FJF 

CCP-30CF2.RF 

PCH-302FF 

PCH-502FF 

CCP-31FF 

CCP-32FF 



V 



6% 
7% 
3% 
3% 
3% 
3% 
7% 
7% 
5% 
5% 
10% 
10% 
3% 
7% 
7% 
7% 
7% 



to 



15 



20 



T(N,I) = 88*C 

An = 0,0925 

Viskosi&t = 19 mm 2 /s 

As = 3,1 

ex -4,1 

V 10 = 23V 

V 9 o = 33V 



PCH-7F 

PCH-302 

CCP-2OCF3 

CCP-3OCF3 

CCP-40CF3 

CCP-SOCFa 

BCH-3FJF 

BCH-5FJ? 

CP-30CF3 

CP-SOCFs 

ECCP-3FP 

ECCP-5RF 

CCP-30CF2.RF 

PCH-302FF 

PCH-502FF 

CCP-302FF 

CCP-502FF 



6% 
7% 
3% 
3% 
3% 
3% 
7% 
7% 
5% 
5% 
10% 
10% 
3% 
7% 
7% 
7% 
7% 



Beispiel4 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



T(N,I) = 95°C 

An = 0,0940 
Viskosit§t ~ 20 mm 2 /s 
As = 2,8 
ex « 4,5 
V, 0 = 2,5V 
V9o = 3,9V 



55 



60 



65 
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Beispiel5 



PCH-7F 10% 

PCH-302 9% 

5 CCP-2OCF3 -% 

% CCP-3OCF3 3% 

cdp4ocF 3 -% 

* CGP-50CF3 3% 

BCH-3FJF 7% 

v BfcH-5F.F 7% 

AP-3OCF3 4% 

% fcP-50CF 3 4% 

\ <ECCP-3RF 8% 

\ is /ECCP-5RF 8% 

i V CCP-30CF2.F.F 3% 

* PCH-302FF 5% 

PCH-502FF 5% 

CCP-21FF 5% 

CCP-31FF 5% 

CCP-302FF 7% 

CCP-502FF 7% 



25 T(NJ) = 91 0 C 

An = 0,0940 

Viskositat =* 20 mmVs 

As = 2,2 

ej. - 4,7 
30 V, 0 = 2,5V 

V9o = 33V 

Beispiel6 



PCH-7F 


10% 


PCH-302 


9% 


CCP-2OCF3 


-% 


CCP-3OCF3 


3% 


CCP-4OCF3 


-% 


CCP-5OCF3 


3% 


BCH-3RF 


7% 


BCH-5F.F 


7% 


CBC-33 


4% 


CBC-53F 


4% 


ECCP-3F.F 


8% 


ECCP-5F.F 


8% 


CCP-30CF2.F.F 


3% 


PCH-302FF 


5% 


PCH-502FF 


5% 


BCH-31F 


5% 


BCH-33F 


5% 


CCP-302FF 


7% 


CCP-502FF 


7% 



T(N4) - 91°C 
An ~ 0,1160 
Viskositftt « 21 mm 2 /s 
so Ae « 13 
ex -43 
Vio-25V 
V90-3.7V 

65 
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BeispieH 



10% 5 



i 10 



PCH-7F gift 

PCH-302 .qfe 

CCP-20CFJ 3( y 0 

CCP-30CF3 jofy 

CCP-40CFj yfo 

CCP-50CF3 7 <v 0 

BCH-3FJP 7 oA 

BCH-5FP 4 % 

CBC-33 4% 

CBC-53F 5 y 0 t ^ 

CUP-2FP 6 <tf, V s 

CUP-3F.F 5% 
CUP-5FJ 3*Vb 

CCP-30CFZF.F 5% 20 

PCH-302FF 5% 
PCH-502FF 5% 
CCP-21FF 5% 



V 
\ 



^ 15 



CCP-31FF 7( y 0 
CCP-302FF 7 y 0 
CCP-502FF 



25 



0,1044 
Viskositat-22mni/s 

As =-33 

Vl0 - 2,05 V 35 
V--*** BeispiclS 





12% 


PCH-6F 


11% 


PCH-7F 


12% 


CCP-30CF3 


10% 


CPTP-30CF3 


15% 


BCH-3FJ 


15% 


BCH-5FJF 


5% 


PCH-302FF 


6% 


PCH-502FF 


7% 


CPTP-302FF 


7% 


CPTP-502FF 



An = 0,1358 
Viskoshat = 21 mm /s 
As -3,4 
ex M „ 

V90-33V 



55 



60 



65 
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Beispiel 9 



10 



PCH-6F 

PCH-7F 

CCP-30CF3 

CPTP-30CF3 

BCH-3RF 

BCH-5F.F 

PCH-302FF 

PCH-502FF 

CCP-302FF 

CCP-502FF 



12% 
11% 
12% 
10% 
15% 
15% 
5% 
6% 
7% 
7% 



15 



M =,0,1185 
yiskosit&t~l7mm z /s 

Ae = 3,6 
V90«3,3V 



Beispiel 10 



25 



30 



35 



PCH-6F 

PCH-7F 

CCP-2FP 

CCP-3FJ 7 

CCP-5FP 

CPTP-30CF3 

BCH-3F.F 

BCH-5F.F 

PCH-302FF 

PCH-502FF 

CCP-31FF 

CCP-32FF 



40 



An -0,1108 
Viskositat*l6nun/s 

Ae ** 33 
V90 - 2,95 V 



12% 
11% 
3% 
5% 
4% 
10% 
15% 
15% 
5% 
6% 
7% 
7% 



Beispiel 11 



50 



55 



60 



PCH-6F 

PCH-7F 

CCP-30CF3 

CPTP-30CF3 

BCH-3FJ 7 

BCH-5FJ 7 

D-302FF 

D-502FF 

CCP-302FF 

CCP-502FF 



12% 
11% 
12% 



15% 
15% 
5% 
6% 
7% 
7% 



65 An « 0,1139 

Ae = 3,6 
ex -5,1 
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V 10 -23V 
V 90 - 32 V 



Beispiel 12 



PCH-6F 8% \ 

PCH-7F 8% 

CCP-30CF 3 12% * 

CPTP-30CF 3 9% 

CPTP-50CF3 8% 

BCH-3RF 15% 

BCH-5F.F 15% % 

PCH-302FF 5% 

PCH-502FF 6% / 

CCP-302FF 7% k- \ 

CCP-502FF 7% V v 



\ 

V 



T<n,I)»96°C 
An - 0,1283 
Viskositit « 18 mm 2 /s 
Ae = 3,9 
ex =5,2 
V 10 = 2^V 

Beispiel 13 



PCH-6F 6% 

PCH-7F 6% 

PTP-20F 2% 

PTP-40F 2% 

CCP-30CF3 6% 

CCP-3F.F 6% 

CPTP-30CF 3 9% 

CPTP-SOCFa 8% 

BCH-3FJ 7 15% 

BCH-5FJF 15% 

PCH-302FF 5% 

CCP-302FF 7% 

CCP-502FF 7% 



T(N4) = 10i°C 

An - 0,1382 

Viskositat « 18 mmVs 

Ae»4,l 

ex - 5,2 

V l0 = 135 V 

V 9 o = 2£6V 
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Beispiel 14 



PCH-7F 



200/o 
7% 
8% 



CCP-2OCF3 
CCP-30CF3 



CCP-40CF3 * 



CCP-5OCF3 

BCH-3F.F 

BCR-5F.F 

ECCP-3F.F 

ECCP-5FJ 7 

CBC-33F 

CBC-53F 





0o 
5% 



CCP-30CF2.F.F 



PCH-302FF 
PCH-5Q2FF 



T (N .i) - 90°C 
An « 0,0871 

Viskositat (20°C): 17 mm 2 /s 
Viskositat (0° C): 49 mm 2 /s 
Ae = +4,5 
ex - 3,6 
Vio = 2,15 V 
V90- 3,15 V 



1. AM-FIussigkristallanzeige, bestehend aus 

— einer AM-Diodenanordnung 

— einera Paar paralleler Substrate und einera zwischen dem Paar Substraten angeordneten nemati- 
schen fllissigkristallinen Medium, das auf 

a) einer Komponente A mit positiver dielektrischer Anisotropie aus einer oder mehreren Verbin- 
dungen der Formel I 



worin 

R l Alkyl, Alkyloxy, Alkenyioxy, Oxaalkyl oder Alkenyl mit 1 bis 15 C-Atomen, 
Q CF 2 i OCFz, OCFH, OCH2CFH OCHFCF2, OCF2CF2 oder eine Einfachbindung, 
XFoderCL 

Z l und Z 2 jeweils unabhangig voneinander — C=C— , —OOO—, — CH2CH — oder eine Einfach- 
bindung 



Patentansprflche 




Q-X 



jeweils unabhangig voneinander 




Li , L2, L3 und L* jeweils unabhangig voneinander H od r F und 

18 



DE 195 21 483 Al 

m 0 oder 1 bedeuten, 

b) einer Komponente B mit negativer dielektrischer Anisotropic basiert, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Komponente B aus einer oder mehreren Verbindungen der Formel II 




ii 



.*besteht,worin 
' R 2 die Bedeutung von R 1 besitzt, 
R 3 die Bedeutung von R l oder X— Q besitzt, 

jeweils unabhangig voneinander 



L° L 



-{H)-oder_^_ i 



Ls und Ls jeweils unabhangig voneinander H oder F, 

nloder2und 

m 0 oder 1 bedeuten. 

2. AM-Flussigkristallanzeige nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das nematische flussigkristalli- 
ne Medium eine dielektische Anisotropic von etwa 10, insbesondere von etwa 3 bis 7, aufweist 

3. AM-Flussigkeitsanzeige nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das nematische fltissigkri- 
stalline Medium einen Kl&rpunkt von mehr als 85° C aufweist 

4. AM-FlQssigkristallanzeige nach Anspriichen i bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung der 
Formel I ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus den Formeln la bis Ii: 



19 




65 5. AM-Flttssigkristallanzeig nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi die Verbin- 
dung der Formel II ausgewahlt ist aus der Gruppe b stehend aus den Formeln Ha bis lib: 
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lla 



10 



lib 



15 



^dadurchgekennzeichnet^daBes 

einemdcrAnsprii- 20 
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